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１．はじめに  
 
当社製品である 800～900nm 帯のパルスレーザ

ダイオード（PLD） 1)は、レーザレーダやセキュ

リティなどの監視用光源として、多くの市場で採

用された実績を持つ。  
一方、最近では、300nm 帯の UV 領域において

も、粉塵などの工業計測用や水素計測用としてラ

イダ技術が報告されている 2-5)。ラマン散乱やレ

イリー散乱強度は励起波長の 4 乗に反比例する。
これらの散乱を利用したライダに対しては、UV
波長は魅力的である。また単パルスでは UV 域の
最大許容露光量は非常に高く 6)、パルス駆動条件

をシステムでうまく設定出来れば、安全性の高い

レーザシステムに出来る可能性も有している。  
更に紫外波長領域は光電子増倍管や MPPC 

(Multi-Pixel Photon Counter)の感度ピークに近い 7)

というメリットもあり、送信側としてだけでなく、

受光側でも優位性のあるシステムが構築できる。 
従来、UV 領域の光源としては、固体レーザを

波長変換したものや、窒素レーザなどのガスレー

ザ、LED などが使われてきた。固体レーザ、ガス
レーザに対しては消費電力や小型化、メンテナン

ス性、ジッタ性能の面で課題が、LED に対しては
高出力化、高空間分解能化の課題が考えられ、こ

れらの課題に対してレーザーダイオード（LD）化
により解決できると考えられる。  

 
 

２．UV-PLD 開発  
 
我々は長年、半導体レーザによる世界最短波長

発振化を模索し続けてきた 8-13)。発光ダイオード

（LED）では、UV 領域だけに留まらず、すでに

深紫外（DUV）領域のものが製品として出回り始
めているが、LD は  LED に比べ結晶膜厚が厚く、

構造が複雑であるため、レーザ発振させるための

結晶品質とするのが難しい。特に窒化ガリウムの

バンドギャップエネルギーに相当する波長は 365 
nm 付近にあるが、その領域を境として難易度は

大きく変わる。360nm 以下のものでは通常 AlGaN
系材料を使用することが多いが、その場合 GaN
基板との整合性の問題、結晶内部の応力歪、高バ

ンドギャップによる高電気抵抗化などさまざま

な技術的課題が山積み状態であった。  
我々はこれらの課題を一つずつ丁寧に克服し、

昨年は一般的なリッジ構造における電流注入型

LDで世界最短波長となる 326 nmのレーザ発振記
録を更新した 14)。  
最近は短波長化のみならず、高出力化技術にも

取り組みを行っている。そのアプローチとしては、

窒化ガリウム基板を用いたワイドストライプ構

造化を主とした改良であり、昨年にはワットクラ

スのピーク出力も得られるようになったことを

報告した 15,16)。特性の一例を紹介すると、構造は

シングルエミッタ、発振波長は 337 nm、パルス幅
4 ns、繰り返し周波数 5 KHzで、ピーク光出力 1 W
である。パッケージは直径 9φ の CAN パッケージ
（Fig.1.）である。なお発光幅としては 50×1µm
となっている。  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.2. UV PLD package 



Fig.2.は 337 nm PLD のパルス駆動時の電流 -ピ
ーク光出力特性である。発振閾値は約 7 Aであり
10 Aで 1 Wが得られている。図で示した横軸のパ
ルス電流値は、使用しているパルス LD ドライバ
のモニタ値を参考としたものである。  

 

Fig.2. Typical I-L characteristics of 337 nm PLD. 
 

 
３．さいごに  

 
300nm 帯 UV-PLD として、ピーク出力がワット

クラスのものを実現し、この波長帯では世界で唯

一、顧客評価可能なエンジニアリングサンプルと

して供給している状態にある。  
今後、固体レーザ、ガスレーザで課題となって

いる低消費電力化、小型化、ジッタを解決し、紫

外レーザライダーの普及の起爆剤となるよう、実

用化に重要な高信頼性化・高効率化に取り組んで

いる。また半導体レーザの特長として、原理的に

は材料設計の制約がない範囲で任意波長が作り

出せるということもあるため、その特徴を生かし

た応用も模索中である。  
最近ではレーザセンシングが広がりを見せて

おり、UV-PLD が普及を更に促進させるキーデバ
イスとなるよう、開発に取り組んでいきたい。  
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